
(D Germanium-pnp-Leistungstransistor GD 180 
(OC 838) 

Der NF-Leistungstransistor GD 180 (alte Bezeichnung OC 838) ist ein legierter 
Ge-pnp-Flächentransistor. 
Der Einsatz des Leistungstransistors ist vornehmlich für 60-V-Schalter- 
anwendung. 

Statische Kennwerte (für 9 = 25 °C — 5grd) 

Kollektorrestströme 

—c = 20yA< 50uA bei —Ucg = 6V 
—Iceo = 400 uA < 1500uA bei —Uce 6V 
—n = 60uA= 150uA bei —Uce = 6V 

Emitterreststrom —IeBo = 150uA< 500uA bei —U: = 10V 

Restspannung —Ucesa =0,35V < 0,6V bei —c =3 A 
ilg = 05A 
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Mittleres Kennlinienfeld in Emitterschaltung 

Gleichstromverstärkung 

—I8 < 10mA bei —Ic =200mA —Uce =6V 
—UgE = 0,35 V < 0,5 V 
—I8 < 100 mA 

—UgE =0,75V < 1,0 V bei —Ic = 1,5A —Uce =2V 
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Paarigkeitsbedingungen 2x GD 180 S ( 
Die zu einem Paar zusammengestellten Transistoren S + 
für Gegentaktstufen sind wie folgt ausgewählt: Das F B An 
Verhältnis der Basisströme der einzelnen Transisto- 1000 

ren beträgt bis zum Kollektorstrom von —Ic = 3A F 

I1 500 / 
2 12 (1 > 1p2). 

Dabei beträgt auch das Verhältnis der Basisspannun- 
gen der einzelnen Transistoren bis zum Kollektor- 

strom von —Ic= 3A 
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Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur 

Wärmewiderstand 
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Kollektoremitterspannung als Funktion des äußeren Basis- 
emitterwiderstandes 

z ] T T Kuhlbleche, Alu 2 mm, 
S Ian | vertikale Lage, blank 
' Isotierung, Pertinax 

. scheibe 0.1 mm 
— direkte Montage 

— solierte Monrage 
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Bestellbezeichnung für einen Transistor: — D/°C 

Transistor GD 180 Verlustleistung als Funktion der Umgebungstemperatur 
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